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การประดิษฐเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2

โดยใชระบบการระเหยดวยลำโมเลกุล

บทคัดยอ

ฟลมบางพหผุลกึ CuIn1-xGaxSe2 ถกูเตรยีมดวยระบบการระเหยดวยลำโมเลกลุรวมกบัการใชเทคนคิการตรวจวดั
สญัญาณ ณ เวลาจรงิ เพือ่ใชควบคมุกระบวนการและชีจ้ดุสิน้สดุ ในกระบวนการปลกูฟลมไดใชโปรไฟลอณุหภมู ิ2 แบบ
คือ แบบสองขั้นตอน และแบบสามขั้นตอน ผลจากการวัดลักษณะเฉพาะกระแส-ความตางศักยไฟฟา พบวาเซลลแสง
อาทิตยชนิดฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2 ที่ใชโปรไฟลอุณหภูมิแบบสองขั้นตอน มีประสิทธิภาพสูงถึง 11% (ที่คา x~0.3)
และประสทิธภิาพของเซลลแสงอาทติยจะลดลงเมือ่ x>0.5 ในขณะทีเ่ซลลแสงอาทติยชนดิฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2 ทีใ่ช
โปรไฟลอณุหภมูแิบบสามขัน้ตอน จะใหประสทิธภิาพสงูถงึ 15.3% (ทีค่า x~0.3) และประสทิธภิาพของเซลลแสงอาทติย
ทีค่า x>0.5 ยงัคงสงูเมือ่ใชโปรไฟลอณุหภมูแิบบสามขัน้ตอนในกระบวนการปลกูฟลม
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Fabrication of CuIn1-xGaxSe2 Thin Film Solar Cells using
Molecular Beam Epitaxy System

Abstract

The CuIn1-xGaxSe2 polycrystalline thin films were fabricated using the molecular beam epitaxy
(MBE) system. The in situ monitoring technique was employed for process control and end-point detec-
tion (EPD). Two temperature profiles; the two-stage and the three-stage processes were performed in the
growth process. From the current-voltage (I-V) measurement, the CuIn1-xGaxSe2 thin film solar cells,
fabricated with the two-stage process yielded efficiencies 11% (x~0.3) and the efficiencies decrease for
wide band gap CuIn1-xGaxSe2 (x>0.5) films. The CuIn1-xGaxSe2 thin film solar cells fabricated using the
three-stage process, showed the efficiency up to 15.3% (x~0.3). The cell performance of the wide band
gap CuIn1-xGaxSe2 (x>0.5) solar cells is also improved by the three-stage process.
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1. บทนำ
สารกึง่ตวันำคอปเปอรอนิเดยีมแกลเลยีมไดซลีไินด

CuIn1-xGaxSe2 เปนสารประกอบชาลโคไพไรททีส่ามารถ
ปรบัคาความกวางชองวางแถบพลงังาน (Energy band gap
: Eg) ไดตัง้แต 1.04 eV (x=0 : CuInSe2) ถงึ 1.68 eV
(x=1 : CuGaSe2) [1]  และเนือ่งจากเปนสารกึง่ตวันำทีม่ี
โครงสรางแถบพลังงานแบบตรง (direct band gap)
มีขนาดชองวางแถบพลังงานสอดคลองกับสเปกตรัม
แสงแดด สมัประสทิธิก์ารดดูกลนืแสงในชวงความยาวคลืน่
แสงใกลขอบการดดูกลนืแสงมคีาสงู ดงันัน้ความหนาของชัน้
ดดูกลนืแสง CuIn1-xGaxSe2 2-3 ไมโครเมตรกเ็พยีงพอที่
จะดูดกลืนแสงในชวงสเปกตรัมของแสงแดดไดเกือบหมด
ทำให CuIn1-xGaxSe2 เปนสารประกอบที่มีศักยภาพสูงใน
การพฒันาเปนเซลลแสงอาทติยชนดิฟลมบางทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูงกวา 20% ได [2-3] ซึ่งเปนระดับที่เทียบไดกับเซลล
แสงอาทิตยที่ประดิษฐจากผลึกเดี่ยวซิลิกอน โดยเฉพาะ
CuGaSe2 มีสมบัติเหมาะสมกับการนำไปประยุกตใชเปน

เซลลชัน้บนสดุของเซลลแสงอาทติยโครงสรางทนัเดม [4]
ชั้นฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2 เปนชั้นที่มีความสำคัญที่สุด
ในเซลลแสงอาทิตยชนิดนี้ โดยอัตราสวนอะตอม [Cu]/
([In]+[Ga]) (คา y) และ [Ga]/([In]+[Ga]) (คา x) มบีทบาท
มากตอประสทิธภิาพของเซลล โดยพบวาคา x จะเปนตวั
กำหนดคา Eg ในขณะทีค่า y จะกำหนดความสมบรูณของ
ฟลม จากกราฟความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพสูงสุด
ของเซลลแสงอาทติยแบบรอยตอเดยีวทีไ่ดจากการคำนวณ
เชงิทฤษฎกีบัคาชองวางแถบพลงังานของสารกึง่ตวันำชนดิ
ตางๆทีใ่ชเปนชัน้ดดูกลนืแสงดงัแสดงในรปูที ่ 1 จะเหน็วา
สารประกอบกึง่ตวันำ CuIn1-xGaxSe2 สามารถถกูปรบัเปลีย่น
คาชองวางแถบพลงังาน (โดยการปรบัคา x) เพือ่ใหไดคา
ชองวางแถบพลังงานที่เหมาะสมกับการทำเปนชั้นดูดกลืน
แสงเพือ่ใหไดเซลลแสงอาทติยทีม่ปีระสทิธภิาพสงูได ดงันัน้
การปลูกฟลมใหไดอัตราสวนอะตอมตามที่ตองการจึงเปน
ขั้นตอนที่มีความสำคัญ

รปูที ่ 1 กราฟความสมัพนัธระหวางประสทิธภิาพสงูสดุของเซลลแสงอาทติยแบบรอยตอเดยีว
ทีไ่ดจากการคำนวณเชงิทฤษฎกีบัคาชองวางแถบพลงังานของสารกึง่ตวันำชนดิตางๆ [7]
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ดงัไดกลาวขางตนแลววาช้ันดดูกลนืแสงนบัเปนชัน้
ทีส่ำคญัทีส่ดุตอประสทิธภิาพโดยรวมของเซลล การทีเ่ซลล
แสงอาทติยทีป่ระดษิฐไดนัน้จะมปีระสทิธภิาพในการแปลง
พลังงานสูงหรือไม จะขึ้นกับคุณภาพของชั้นดูดกลืนแสง
เปนหลัก พารามิเตอรที่สำคัญในกระบวนการปลูกฟลม
CuIn1-xGaxSe2 ทีส่งผลตอความสมบรูณ และลกัษณะเชงิ
โครงสรางของฟลม คอือณุหภมูทิีใ่ชขณะปลกูฟลม ดงันัน้
ในงานวิจัยนี้จะนำเสนอผลเปรียบเทียบของการใชโปรไฟล
อณุหภมูทิีใ่ชขณะปลกูฟลมแตกตางกนั คอืแบบสองขัน้ตอน
[5] และแบบสามขัน้ตอน [6] ซึง่เปนรปูแบบการปลกูฟลม
CuIn1-xGaxSe2 ทีถ่กูพฒันาและนยิมใชกนัในหลายกลมุวจิยั
โดยอาจจะมีรายละเอียดปลีกยอยที่แตกตางกันบาง ซึ่งใน
งานวิจัยนี้จะนำเสนอผลที่มีตอประสิทธิภาพการแปลง
พลงังานของเซลลแสงอาทติยเปนสำคญั

2. ทฤษฎี
2.1 โครงสรางเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง

CuIn1-xGaxSe2

เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2

มโีครงสรางทีป่ระกอบดวยฟลมบางของสารประกอบตางๆ
5 ชนดิ เคลอืบซอนทบักนับนวสัดรุองรบักระจก soda-lime
ซึง่ในงานวจิยันีจ้ะใชกระจก soda-lime ความหนา 2 มม.
พืน้ที ่ 3x3 ตร.ซม. รปูที ่ 2 (ก) แสดงโครงสรางของเซลล
แสงอาทติย และรปูที ่2 (ข) แสดงภาพถายเซลลยอยบนแผน
รองรบัพืน้ที ่ 3x3 ตร.ซม.

p-Absorber : Cu(In,Ga)Se2   2 µm 
 Mo  0.4 µm 

Substrate : Soda-lime glass 2 mm  

 CdS 50 nm 

ZnO(Al) 0.5 µm 

Al(Ni)-grid 1.5µm 

(ก) (ข)
รปูที ่2 (ก) โครงสรางมาตรฐานของเซลลแสงอาทติย CuIn1-xGaxSe2 (ข) ภาพถายแสดงเซลลแสงอาทติย

CuIn1-xGaxSe2 ประกอบดวยเซลลยอย พืน้ที ่ 0.5x1.0 ตร.ซม. จำนวน 10 เซลล

เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2

ประกอบดวยชั้นลางสุดเปนฟลมโลหะ โมลิบดินัม (Mo)
ทำหนาทีเ่ปนขัว้ไฟฟาดานหลงั (back electrode) ถดัขึน้
มาเปนชัน้ทีส่ำคญัทีส่ดุ คอืชัน้ดดูกลนืพลงังานแสงอาทติย
ฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2 เปนสารกึง่ตวันำชนดิพ ี (p-type
semiconductor) ในชั้นดูดกลืนแสงนี้ โฟตอนจาก
แสงอาทิตยจะถูกดูดกลืนพรอมกับมีพาหะนำไฟฟาเกิดขึ้น
การแยกและผลกัดนัพาหะทีเ่กดิขึน้ในชัน้นีส้ามารถทำไดดวย
การประดิษฐรอยตอ (junction) ในชั้นถัดขึ้นไปเหนือช้ัน
ดูดกลืนแสง สำหรับฟลมบางที่สรางรอยตอกับชั้นของ
CuIn1-xGaxSe2 ทีเ่หมาะสมนัน้ เปนฟลมบางสารกึง่ตวันำ

ชนิดเอ็น (n-type semiconductor) คือชั้นแคดเมียม
ซัลไฟด (CdS) และชั้นฟลมบางซิงคออกไซดเจือดวย
อลูมิเนียม (aluminium doped zinc oxide, ZnO(Al))
ทำใหเกิดรอยตอแบบเฮทเทอโร (heterojunction) และ
ยงัทำหนาทีเ่ปนชัน้หนาตาง (window layer) ทีย่อมใหแสง
ทะลผุานไปยงัชัน้ดดูกลนืแสง สวนชัน้บนสดุจะเปนชัน้ฟลม
บางโลหะอลมูเินยีมกบันกิเกลิ (Ni)Al ทำหนาทีเ่ปนขัว้ไฟฟา
ดานหนา (front electrode)

2.2 ระบบเตรียมฟลม CuIn1-xGaxSe2 โดยการ
ระเหยดวยลำโมเลกุล
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รปูที ่3 (ก) ภาพถายระบบการระเหยดวยลำโมเลกลุ Molecular beam epitaxy system และ
(ข) โครงสรางภายในภาชนะสญุญากาศ Tsub, Tpyro และ OP จะใชเปนสญัญาณตรวจวดั ณ เวลาจรงิ

รปูที ่3 (ก) แสดงระบบ Molecular Beam Epit-
axy System (MBE) ทีใ่ชเตรยีมฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2

ทีม่คีวามดนัในระบบ ~10-10 ทอรร ภายในระบบประกอบ
ดวยแหลงระเหยธาต ุ4 แหลงทีส่ามารถควบคมุอุณหภมูแิยก
เปนอสิระจากกนั ใชระเหยธาตทุองแดง (Cu), ธาตอุนิเดยีม
(In), ธาตแุกลเลยีม (Ga) และธาตซุลิเีนยีม (Se) อณุหภมูิ
ของแผนรองรบั (Tsub) จะถกูรกัษาใหคงทีจ่ากการปอนกำลงั
ไฟฟา (output power ; OP) ของระบบควบคมุอุณหภมูิ
รงัสคีวามรอนทีแ่ผออกมาจากผวิหนาฟลม (Tpyro) จะถกูวดั
ดวยไพโรมิเตอร ดังแสดงในรูปที่ 3(ข) ระหวางกระบวน
การปลูกฟลม อุณหภูมิและกำลังไฟฟาของระบบควบคุม
อุณหภูมิของแผนรองรับ รวมทั้งอุณหภูมิผิวหนาของฟลม

จะถูกตรวจวัดพรอมๆ กัน จากการตรวจวัดสัญญาณ ณ
เวลาจริง (in situ monitoring) และใชกำหนดจุดสิ้นสุด
ของกระบวนการปลกู (End-point detection) [8-9] ทำให
สามารถเตรยีมฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2 ทีม่คีวามหนาอยู
ระหวาง 1.8-2.0 ไมโครเมตร และมอีตัราสวนอะตอมตาม
ตองการได

3. วธิกีารทดลอง
3.1 การปลูกฟลมดวยโปรไฟลอุณหภูมิแบบสอง

ขัน้ตอน (Two-stage growth process :
Cu-rich/Cu-off)

(ก) (ข)
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Time 

Tsub. 
(a.u.) 

Rate 
(a.u.) 

t1 t2 

Cu 

Substrate 

Se 

In,Ga 

1st 2nd Time 

x(t) 

x 

y(t) 

t1 t2 
1st 2nd 

0 

1

y(t1) 

y(t2) 

รปูที ่4 (ก) โปรไฟลอณุหภมู ิและ (ข) อตัราสวน [Cu]/([In]+[Ga]) จากการคำนวณการปลกูฟลม
CuIn1-xGaxSe2 ดวยโปรไฟลอุณหภูมิแบบสองขั้นตอน

(ก) (ข)

ฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2 มีองคประกอบทางเคมี
ทีน่ยิามไดเปน อตัราสวนอะตอม y = [Cu]/([In]+[Ga]) และ
อตัราสวนอะตอม x = [Ga]/([In]+[Ga]) อตัราสวน x, y นี้
จะเปนตวักำหนดองคประกอบของฟลมท่ีเตรยีมได รปูที ่4(ก)
และ 4(ข) แสดงโปรไฟลอณุหภมูแิละอตัราสวนอะตอม y
ของการปลกูฟลมแบบ 2 ขัน้ตอน (Cu-rich / Cu-off) โดย
อณุหภมูแิผนรองรบัจะคงทีต่ลอดระยะเวลาปลกูฟลม ชวง
เวลา t1 เปนชวง “Cu-rich” คอืฟลมมคีา y มากกวา 1
              ซึง่จากการศกึษาพบวาฟลม CuIn1-xGaxSe2

ที่ผานชวง Cu-rich จะไดฟลมที่มีโครงสรางผลึกที่ดี
มลีกัษณะของเกรนเปนแทงใหญ (columnar grain) ชวงเวลา

t2- t1 เปนเวลาที่ปดแหลงระเหยธาตุ Cu คือ ชวง
“Cu-off” ในขณะทีย่งัคงมกีารระเหยของธาต ุIn, Ga จาก
แหลงระเหยอย ูทำใหในชวงเวลานี ้คา y จะคอยๆ ลดลง
และจะสิ้นสุดกระบวนการปลูกฟลมเมื่อ y มีคาประมาณ
0.9 (y(t2) ~ 0.9) ฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2 ที่ปลูก
ดวยโปรไฟลอณุหภมูแิบบสองขัน้ตอนนีจ้ะถกูนำไปวเิคราะห
และเขาสกูระบวนการประดษิฐเซลลแสงอาทติยตอไป

3.2 การปลูกฟลมดวยโปรไฟลอุณหภูมิแบบสาม
ขัน้ตอน (Three-stage growth Process
: Cu-off / Cu-rich / Cu-off)

( )1)t(y 1 >
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(ก) (ข)

รปูที ่5 (ก) โปรไฟลอณุหภมู ิและ (ข) อตัราสวน [Cu]/([In]+[Ga]) จากการคำนวณการปลกูฟลม
CuIn1-xGaxSe2 ดวยโปรไฟลอณุหภมูแิบบ 3 ขัน้ตอน

การปลกูฟลมแบบ 3 ขัน้ตอน (Cu-off/ Cu-rich/
Cu-off) มโีปรไฟลอณุหภมูแิละอตัราสวน y แสดงในรปูที่
5 (ก) และรปูที ่5 (ข) ชวงเวลา t1a อณุหภมูแิผนรองรบั
จะคงทีป่ระมาณ 300 Cํ และเปดแหลงระเหยธาต ุIn, Ga
โดยยงัไมเปดแหลงระเหยธาต ุCu เรยีกชวงนีว้า “Cu-off”
ดงันัน้ในชวงนี ้คา y เทากบัศนูย (y(t1a) = 0) ทนัททีี่
สิ้นสุดเวลา t1a จะเพิ่มอุณหภูมิแผนรองรับใหได 530 ํC
พรอมๆ กบัปดแหลงระเหยธาต ุIn, Ga และเปดแหลงระเหย

ธาต ุCu  ในชวงนี ้คา y จะเพิม่ขึน้จนกระทัง่มคีาประมาณ
1.4 ทีเ่วลา t1 (y(t1) ~ 1.4) จงึเรยีกชวงนีว้า “Cu-rich”
หลงัจากนัน้ในชวงสดุทายจะปดแหลงระเหยธาต ุCu เรยีก
วาชวง "Cu-off" พรอมๆกบัเปดแหลงระเหยธาต ุ In, Ga
เพือ่ใหคา y ลดลงจาก 1.4 และจะสิน้สดุกระบวนการปลกู
ฟลมเมือ่ y มคีา ~ 0.9 ทีเ่วลา t2 (y(t2) ~ 0.9) โดย
คา y สมัพนัธกบัเวลาทีใ่ชปลกูฟลม (t) ดงัสมการ [8]

เมือ่ (1)

เมือ่ (2)

ฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2 ที่ปลูกดวยโปรไฟล
อณุหภมูแิบบสามขัน้ตอนนีจ้ะถกูนำไปวเิคราะห และเขาสู
กระบวนการประดษิฐเซลลแสงอาทติยตอไป

3.3 การประดษิฐเซลลแสงอาทติยชนดิฟลม
บาง

แผนรองรบัทีเ่คลอืบดวยฟลม Mo เมือ่ผานการปลกู
ฟลม CuIn1-xGaxSe2 ดวยโปรไฟลอณุหภมูแิบบ 2 ขัน้ตอน
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และแบบ 3 ขัน้ตอน โดยแปรเปลีย่นคา x จาก 0.0 ถงึ 1.0
จะถกูนำมาเขาสกูระบวนการประดษิฐเซลลแสงอาทติย คอื
การสรางรอยตอเฮทเทอโรกบัชัน้ของ CdS และ ZnO(Al)
และทำขั้วไฟฟาดานหนาดวย (Ni)Al แลวจะไดเซลล
แสงอาทติยทีส่มบรูณ ดงัแสดงในรปูที ่ 2 (ข) ขางตน ใน
งานวจิยันีแ้ผนกระจกรองรบัพืน้ที ่3x3 ตร.ซม. แตละแผน
(ประกอบดวยเซลลแสงอาทติย 10 เซลล) จะมาจากเงือ่นไข
การปลูกฟลม CuIn1-xGaxSe2 ที่แตกตางกัน กลาวคือ
เปนเซลลแสงอาทิตยโครงสราง (Ni)Al/CdS/ZnO(Al)/
CuIn1-xGaxSe2/Mo/SLG ที่มีชั้นดูดกลืนแสงอาทิตยเปน
ฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2 ที่ปลูกโดยใชโปรไฟลอุณหภูมิ

แบบ 2 ขัน้ตอน และใชโปรไฟลอณุหภมูแิบบ 3 ขัน้ตอน
และแปรคา x ตัง้แต 0.0 ถงึ 1.0

เซลลแสงอาทิตยที่ประดิษฐขึ้นจะถูกวัดและ
วเิคราะหพารามเิตอรตางๆ เพือ่หาประสทิธภิาพของเซลล
โดยการวดัลกัษณะเฉพาะกระแส-ความตางศกัย (current-
voltage measurement) รวมกับระบบแสงแดดจำลอง
(solar simulator : YSS-80) ทีใ่หสเปกตรมัของแสงเทยีบ
เทา A.M 1.5 ความเขมแสง 100 มลิลวิตัต/ตร.ซม. มคีวาม
สม่ำเสมอบนพื้นที่ 8x8 ตร.ซม. วัดที่อุณหภูมิ 25 ํC
ดงัแสดงในรปูที ่6 (ก) และ (ข)

(ก) (ข)

รปูที ่6 (ก) และ (ข) แสดงรปูถายระบบแสงแดดจำลอง (solar simulator : YSS-80)
ขณะทำการวดัลักษณะเฉพาะกระแส-ความตางศักยในสภาวะฉายแสง

4. ผลและวเิคราะหผลการทดลอง
ผลการเปรียบเทียบเซลลแสงอาทิตยที่มีชั้นดูดกลืน

แสงอาทิตยเปนฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2 ที่ใชโปรไฟล
อุณหภูมิแบบ 2 ขั้นตอน และใชโปรไฟลอุณหภูมิแบบ 3
ขั้นตอน และแปรคา x ตั้งแต 0.0 ถึง 1.0 พบวามีการ
กระจายของคาพารามิเตอรหลักของเซลลแสงอาทิตย ซึ่ง
ไดแก แรงดนัไฟฟาวงจรเปด (open circuit voltage ; Voc)
ความหนาแนนกระแสลัดวงจร (short circuit current
density ; Jsc) ฟลแฟคเตอร (fill factor ; FF) และ
ประสทิธภิาพการแปลงพลงังาน (efficiency ; η) แสดง
ดงัรปูที ่7

จากผลการทดลองพบวาไมวาจะเปนการปลูกฟลม
โดยใชโปรไฟลอุณหภูมิแบบ 2 ขั้นตอน หรือแบบ 3 ขั้น
ตอนกต็าม คา x หรอืปรมิาณอะตอมธาต ุGa ทีเ่พิม่ขึน้สง
ผลให Voc มคีาสงูขึน้ Jsc มคีาลดลง ในขณะที ่η เพิม่
สงูขึน้ในชวงแรกแลวมแีนวโนมทีจ่ะลดลงเมือ่ x มคีาสงูกวา
0.5 และเมือ่เปรยีบเทยีบระหวางการใชโปรไฟลอณุหภมูแิบบ
2 ขัน้ตอน กบัแบบ 3 ขัน้ตอน จะเหน็วาคา x จะมบีทบาท
ตอคา Jsc คอนขางชัดเจน ผลที่เปนเชนนี้เนื่องจากใน
การเตรียมแบบ 2 ขั้นตอนนั้นเปนการปลูกฟลมโดยเปด
แหลงระเหยธาต ุ Cu ในชวงแรก (t1) ของการปลกูฟลม
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รวมทั้งอุณหภูมิแผนรองรับสูง ทำใหในชวงที่สอง (t2)
อะตอมของ Cu ซึ่งเปนธาตุที่มีความคลองตัวสูง (high
mobility) ที่อยูบริเวณขางลางของฟลมจะแพรขึ้นมาขาง
บนตลอดเวลาทำใหเหลอืเปนทีว่างสงัเกตไดเปนรอยแยกลกึ
ทีข่อบเกรนเมือ่วเิคราะหฟลมดวยกลองจลุทรรศนอเิลคตรอน
แบบสองกราด (scanning electron microscope)
สงผลใหการเคลื่อนที่ของพาหะนำไฟฟาที่เกิดขึ้นเปนไปได
ยากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการปลกูฟลม CuIn1-xGaxSe2 ทีใ่ช
โปรไฟลอณุหภมูแิบบ 3 ขัน้ตอนซึง่ใชอณุหภมูแิผนรองรบั

ในชวงแรกต่ำกวา และเปดแหลงระเหยธาต ุCu เฉพาะใน
ชวงที ่2 ของกระบวนการปลกู จะใหเกรนทีม่ขีนาดใหญและ
รอยแยกอยชูวงบนของฟลมเทานัน้ [9-10] ดวยเหตนุีเ้มือ่
พิจารณาที่คา x เดียวกัน การใชโปรไฟลอุณหภูมิแบบ
2 ขัน้ตอน จะไดคา Jsc ต่ำกวาแบบ 3 ขัน้ตอนซึง่สงผล
ถงึคาประสทิธภิาพการแปลงพลงังานของเซลลทีใ่ชโปรไฟล
อุณหภูมิแบบ 2 ขั้นตอนจึงมีคาต่ำกวาการใชโปรไฟล
อณุหภมูแิบบ 3 ขัน้ตอน

โปรไฟลอณุหภมูแิบบ 2 ขัน้ตอน โปรไฟลอณุหภมูแิบบ 3 ขัน้ตอน

รปูที ่ 7 แสดงการเปรยีบเทยีบคาพารามเิตอรของเซลลแสงอาทติยชนดิ CuIn1-xGaxSe2

ทีใ่ชโปรไฟลอณุหภมูแิบบ 2 ขัน้ตอน และแบบ 3 ขัน้ตอน โดยแปรคา x ตัง้แต 0.0 ถงึ 1.0

เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมแลวจะพบวาการเตรียม
โดยใชโปรไฟลอณุหภมูแิบบ 3 ขัน้ตอนจะใหคาพารามเิตอร
ของเซลลดกีวาการใชโปรไฟลอณุหภมูแิบบ 2 ขัน้ตอน โดย
ทีค่า x ~ 0.3 เซลลแสงอาทติยทีไ่ดทัง้จากการเลอืกใชโป
รไฟลอณุหภมูแิบบ 2 ขัน้ตอน หรอืแบบ 3 ขัน้ตอนจะให
ประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อ x>0.3 มีแนวโนมวา
ประสทิธภิาพจะลดลง ซึง่ไดมกีารนำเสนอแบบจำลองเพือ่
อธิบายผลการลดลงของประสิทธิภาพของเซลลเมื่อใช
ปรมิาณอะตอมธาต ุGa จากหลายกลมุวจิยัโดยวเิคราะหถงึ
ลกัษณะความโคงงอของแถบพลงังานทีเ่กดิรอยตอววิธิพนัธ

ระหวางชั้น CuIn1-xGaxSe2 ที่มีคา Eg สูงกับชั้น CdS
(Eg= 2.4 eV) ลดลง ซึง่แนวทางทีจ่ะชวยใหประสทิธภิาพ
สงูขึน้ไดนัน้อาจจะตองเลอืกใชชัน้ของสารประกอบกึง่ตวันำ
n-type ชนดิอืน่ทีม่คีาชองวางแถบ พลงังานสงูกวา CdS
ในการสรางรอยตอวิวิธพันธกับชั้น CuIn1-xGaxSe2 ที่มี
คา x สงู [11-13]

ปจบุนัเซลลแสงอาทติยชนดิฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2

ที่เตรียมไดนั้นมีประสิทธิภาพสูง 15.3% โดยใชโปรไฟล
อณุหภมูแิบบ 3 ขัน้ตอน มคีาพารามเิตอรของเซลลดงัแสดง
ในรปูที ่8
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รปูที ่ 8 ลกัษณะเฉพาะกระแส-ความตางศกัยและคาพารามเิตอรของเซลลแสงอาทติยชนดิฟลมบาง
CuIn1-xGaxSe2 ทีใ่ชโปรไฟลอณุหภมูแิบบ 3 ขัน้ตอน

5. สรปุ
จากการปลกูฟลม CuIn1-xGaxSe2 โดยใชระบบการ

ระเหยดวยลำโมเลกลุ รวมกบัการใชสญัญาณตรวจวดั ณ
เวลาจรงิ Tpyro, Tsub, OP ควบคมุกระบวนการปลกูฟลม
ทำใหสามารถปลกูฟลม CuIn1-xGaxSe2 โดยเลอืกใชโปรไฟล
อณุหภมูแิบบ 2 ขัน้ตอน และแบบ 3 ขัน้ตอน ทีม่คีวาม
หนาและองคประกอบของฟลมตามตองการ และเมื่อ
ประดษิฐเปนเซลลแสงอาทติยโครงสราง (Ni)Al/ZnO(Al)/
CdS/CuIn1-xGaxSe2/Mo/SLG การใชโปรไฟลอณุหภมูแิบบ
3 ขัน้ตอน จะไดเซลลแสงอาทติยประสทิธภิาพสงูกวาแบบ
2 ขัน้ตอนโดยมปีระสทิธภิาพสงูถงึ 15.3% (แรงดนัไฟฟา
วงจรเปด 0.63 โวลท ความหนาแนนกระแสลดัวงจร 36
มลิลแิอมป/ตร.ซม. ฟลแฟคเตอร 67% ไมมชีัน้ปองกนัแสง
สะทอนกลบั)

6. กติตกิรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณหองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสสารกึ่ง

ตัวนำ ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั ทีเ่อือ้เฟอเครือ่งมอือุปกรณวจิยัทีใ่ชในงานวจิยั
นี้ และขอขอบคุณภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีที่ใหความ
อนุเคราะหในการใชกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบ
สองกราดในการวเิคราะหลกัษณะพืน้ผวิฟลม
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